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Полупроводники группы A3B5 (GaAs, InP и т. д.) используются в электронике, для излучения/детектирования оптического излучения и во многих других приложениях. Профилирование состава структур на основе таких полупроводников необходимо для повышения производительности устройств и понимания перспектив и применения.
Пучки газовых кластерных ионов (GCIB) широко используются в аналитических методах в качестве первичного пучка или для очистки и профилирования образца. Однако ионным пучкам присущи две общие проблемы, влияющие на качество анализа: селективное распыление и формирование рельефа на поверхности [1]. Понимание физики, лежащей в основе этих процессов, имело бы большое значение как с практической, так и с фундаментальной точки зрения.
В настоящей работе проведен анализ изменения состава поверхности ряда соединений A3B5 при бомбардировке кластерными ионами Arn+ с энергией 20 кэВ (n=1000, 2500). Топография поверхности исследовалась методами АСМ и СЭМ. Определены коэффициенты распыления кластерными ионами. Обсуждается влияние параметров кластерных ионов и свойств материала на наблюдаемые эффекты.
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